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【はじめに】層状半導体材料である二硫化モリブ

デン(MoS2)は、ダングリングボンドのない表面構

造とバンドギャップを持つことから、電界効果ト

ランジスタ(FET)のチャネル材料への応用が期待

されている[1]。一方バルク材料と全く異なり、

高温、高エネルギープロセスは MoS2の層状結晶

構造を破壊するため、MoS2の FET 応用へ向けて、

ゲートスタック構造及び低コンタクト抵抗の両

方をダメージフリーで作製する事が重要である

[1]。本研究では、原子層堆積法によるゲート絶

縁膜を MoS2表面に転写することでトップゲート

構造を作製した[2]。加えて、polyvinyl alcohol 

(PVA)を塗布し[3]、MoS2 への界面キャリアドー

ピングを行った。これらの手法により MoS2 FET

を作製し、その特性を評価したので報告する。 

【実験方法】図 1 に作製プロセスを示す。SiO2/Si

基板上にリソグラフィとリフトオフを用いて

Au(40nm)/Ti(10nm)のソース/ドレインを作製した。

その後、PDMS スタンプとマイクロマニピュレー

タを用いて、機械的に剥離した MoS2をソースと

ドレイン電極の間に転写した。続いて、ゲート絶

縁膜転写法を用いて MoS2表面上にトップゲート

構造を作製した。ゲート電極をマスクにして 1% 

HF により絶縁膜を除去した後、PVA(10 wt%)を

スピンコートによって基板上に塗布し、チャネル

領域にはドーピングを行わない自己整合的な手

法を用いた。熱処理後に、電気特性を測定した。 

【実験結果】図 2 に、作製した MoS2 FET の Id-Vd

特性を示す。図 2 に示すドレイン電流には揺らぎ

やノイズは確認できないことから、正常かつ良好

な FET 動作を観測した。これは、PVA によって

MoS2 中のキャリア濃度が増加したことによって

コンタクト抵抗が低減したためと考えられる。一

方、図 1 に示すデバイス構造からも分かるように、

ゲートスタック直下のチャネル領域には、ゲート

絶縁膜が存在するためPVAはMoS2に接触してい

ない。故に、チャネル領域にはキャリアドーピン

グが行われていないために、電界効果による空乏

層制御によって正常な FET特性が得られている。

物理分析などの詳細は当日報告する。 
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Fig.1 Fabrication process of MoS2 FET. 

Fig.2 Id–Vd characteristics of fabricated MoS2 

FET with PVA. 
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